
まえがき＝半導体デバイス，ハードディスクの磁気ヘッ
ド，記録膜，レーザダイオードの活性層など，最先端の
薄膜製品の製造において，1原子層の厚さで膜の厚さや
原子à 成 声 颸胗耎電 率

れている半導体検出器のかわりに磁場型エネルギ分析器
を用いることにより，原子層レベルの深さ分解能で組成

TEMでは評価できないかあるいは評価が困難になって
おり，本稿で紹介する高分解能RBS/ERDAを用いること

によってはじめて評価が可能になったものも多い。

2．特　徴

　高分解能 RBS/ERDAの特徴をまとめて以下に示す。
（1）　深さ分解能が高い。
　Si ウェーハ上の薄膜分析でよく用いられる条件（散乱
角 50 度，入射角 45 度（（100）ウェーハに対して <101>
入射））では，2Å程度の深さ分解能が得られる。
（2）　定量精度が高い。
　感度が化学状態やマトリックスの影響を受けないため，
相対誤差± 3％以内で定量できる。　
（3）　深さ方向濃度分布の精度が高い�
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